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グラフェンはその特異かつ魅力的な物性のため、次世代の配線・デバイス等への応用が期待さ

れている。グラフェンの合成手法は 1000℃程度の熱 CVD 法が主であるが、このような高温では

期待される集積回路基板上への直接形成や多層積層構造への対応は困難である。本研究では、こ

の課題解決に向けた低温（＜700℃）熱 CVD 法による 300mm ウェハ上での多層グラフェン合成プ

ロセス開発について報告する。 

合成プロセス開発は、300mm 基板対応のナノカーボン成長装置

を用い[1]、Ni を触媒層として成膜した 300mm 径 Si 基板上で行っ

た。プロセスパラメータとして、Ni 触媒層の作成条件、CVD 前

処理、CVD 成長条件等を変化させ、電子顕微鏡観察、ラマン分光、

剥離膜の四探針抵抗測定等から評価した。その結果、CVD 成長条

件においては、プロセス時の H2/C2H2 比と合成されるグラフェン

のラマン G/D 比に相関があることが見られ（図１）、H2/C2H2比を

低減することでグラフェン品質を改善した。また、G/D 比向上に

より膜抵抗は低減する傾向が見られた。触媒層では、アニーリン

グにより Ni 触媒のグレインサイズ拡大と、その後の CMP 処理に

よる平坦化がグラフェン品質の向上に効果的であることを見出し

た。図２に、触媒前処理および CVD 成長条件を最適化し作成した

試料の断面 TEM およびラマンスペクトルを示す。発表ではさらに

各種手法で評価したグラフェン品質と膜抵抗との相関について報

告する。 

本研究開発は、経済産業省および NEDO の委託事業「低炭素社

会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」にて実施した。 

[1] 西出大亮他, 2012 年春季応用物理学講演会, 17p-B2-11 

図２：事前平坦化処理＋低 H2/C2H2 

比条件で作成したグラフェンの 
断面 TEM およびラマンスペクトル 

図１：グラフェンのラマン G/D 比の 
CVD 時 H2/C2H2比依存性 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

18p-E2-10

17-066


